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and Nature of Dislocations Following Nano Indentation Tests at Room Temperature in 4H-SiC”, J.L. 
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Diffraction des Rayons X
- Méthode de Laüe en retour pour l’orientation de monocristaux



 Micro et Nano Indenteur 
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-Indenteur Instrumenté (Shimaszu Hardness HMV-2000) 
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-Jeol 200CX (MET) 
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